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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Модифікація структурних характеристик поверхні (001) кремнію в мікроелектронній технології

2. Modification of structural characteristics of Si (001) surface in microelectronic technology

Реферат:
1. Методом молекулярної динаміки досліджено вплив температури формування поверхні і
низькоенергетичної радіаційної дії на структурні характеристики поверхні (001) Si. Одержано нові дані щодо
впливу температури формування поверхні на особливості релаксації поверхневих шарів. При високих
температурах релаксації виникає квазірозупорядкована поверхнева фаза, що характеризується дефектними
ділянками і обірваними зв'язками, які зумовлюють множинні поверхневі реакції, а також особливості
формування границі кремній-діелектрик. Показана доцільність використання допорогової радіаційної
обробки для стабілізації і відновлення поверхні (001) Si, одержання однорідних по структурі приповерхневих
шарів. Виявлені оптимальні умови радіаційного опромінення

2. The processes of the temperature surface formation and low-energy radiation effects in Si (001) surface layers
were investigated by computer simulation method. The method of molecular dynamics with empirical potentials
was used. The microstructure of relaxed Si surface layers was studied. It was established the formation a quasi
disordered phase with different structural peculiarities at high temperatures in comparison with volume structure.



The main features in this phase are abnormal atomic polygons, dangling bonds and an arising of dimers in four
surface layers. The subthreshold radiation in order to surface defect layers recover was explored
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